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(57) Abstract: The invention relates to a method for creating a structure comprising a thin semiconductor material layer on a sub-
strate, comprising the following steps: a species is implanted underneath a surface of a donor substrate wherefrom the thin layer
is to be made in order to create an area of embrittlement inside the thickness of the donor substrate; the surface of the donor sub-
strate which underwent implantation is placed in intimate contact with a support substrate; the donor substrate is detached at said
area of embrittlement in order to transfer part of the donor substrate onto the support substrate and to form the thin layer thereon.
The invention is characterized in that the implementation step involves co-implementation of at least two different atomic species in
order to minimize low frequency roughness in the structure obtained after detachment; the method also comprises a finishing step
comprising at least one rapid thermal annealing operation in order to minimize high frequency roughness in the structure obtained
after detachment.
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(57) Abrégé : 1'invention concerne un procédé de réalisation d’une structure comprenant une couche mince de matériau semi-
conducteur sur un substrat, comportant les étapes consistant a : réaliser une implantation d’espéces, sous une face d’un substrat
donneur a partir duquel la couche mince doit étre réalisée, de maniére a créer une zone de fragilisation dans 1'épaisseur du substrat
donneur ; mettre en contact intime la face du substrat donneur ayant subi I’implantation avec un substrat support ; détacher le substrat
donneur au niveau de la zone de fragilisation, pour transférer une partie du substrat donneur sur le substrat support et former la couche
mince sur celui-ci ; caractérisé en ce que : 1’étape d’implantation met en oeuvre une co-implantation d’au moins deux espéces
atomiques différentes de maniére & minimiser les rugosités basses fréquences au niveau de la structure obtenue apres détachement ;
et le procédé comporte en outre une étape de finition comprenant au moins une opération de recuit thermique rapide de maniére a
minimiser les rugosités hautes fréquences au niveau de la structure obtenue apres détachement.
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